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(57)摘要

本发明属于集成电路设计技术领域，具体为

一种降低AMOLED像素电路中驱动TFT功耗的方

法。本发明通过减小AMOLED像素电路中作为驱动

TFT（包括N型TFT和P型TFT）的阈值电压的绝对值

|VTH|，从而降低其功耗。包括以下技术手段：生

长不同的电介质薄膜并对薄膜及其内部的固定

电荷量通过热处理进行调控；离子注入；在半导

体薄膜靠近栅绝缘层一侧的表面注入额外的电

子或空穴；调节作为沟道层的半导体薄膜的参杂

浓度和厚度。本发明可以降低AMOLED显示面板中

每一个亚像素在工作时的功耗。从而降低整个

OLED显示面板的工作功耗。

权利要求书1页  说明书2页  附图1页

CN 109360850 B

2021.10.22

CN
 1
09
36
08
50
 B



1.一种降低AMOLED像素驱动电路中驱动TFT功耗的方法，其特征在于，通过减小AMOLED

像素电路中作为驱动TFT的阈值电压的绝对值|VTH|，从而降低其功耗；这里驱动TFT包括N

型TFT和P型TFT；

减小|VTH|采用以下技术手段之一种：

（1）生长不同的电介质薄膜并对薄膜及其内部的固定电荷量通过热处理进行调控；

（2）离子注入；

（3）在半导体薄膜靠近栅绝缘层一侧的表面注入额外的电子或空穴；

（4）调节作为沟道层的半导体薄膜的掺杂浓度和厚度；

对于N型TFT，采用和半导体的界面存在有固定正电荷的电介质薄膜作为栅绝缘层；该

电介质薄膜包括氮化硅、氧化硅、本征非晶硅、氧化锆或氧化铪这些金属或非金属氧化物薄

膜；通过热处理，调控栅绝缘层内部、栅绝缘层和半导体薄膜材料界面处固定正电荷的数

量，使得界面固定电荷量增加，从而减小驱动TFT的开启电压VTH；

或者，采用离子注入的方法，在栅绝缘层内部，或者栅绝缘层与半导体薄膜材料界面

处，注入正电荷，抑或通过离子注入的方法在半导体薄膜材料靠近界面的一侧注入H相关的

离子，钝化这里的缺陷中心，使得驱动TFT器件的开启电压VTH减小；

或者，通过电注入、光注入，或者等离子体处理，在半导体薄膜材料靠近界面的一侧引

入电子，钝化这里的缺陷中心，使驱动TFT的开启电压VTH减小；

或者，调节作为沟道层的半导体薄膜的掺杂浓度和厚度，减小驱动TFT的开启电压VTH 。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：

对于P型TFT，采用界面存在有固定负电荷的电介质薄膜作为栅绝缘层，该电介质薄膜

包括氧化铝、氧化钇金属氧化物薄膜；通过热处理，调控栅绝缘层内部、栅绝缘层和半导体

薄膜材料界面处固定负电荷的数量，使得界面固定负电荷增加，从而减小驱动TFT的开启电

压|VTH|；或者，

采用离子注入的方法，在栅绝缘层内部，或者栅绝缘层与半导体薄膜材料界面处，注入

正电荷，抑或通过离子注入的方法在半导体薄膜材料靠近界面的一侧注入H相关的离子，钝

化这里的缺陷中心，使得驱动TFT器件的开启电压|VTH|减小；或者，

通过电注入，光注入，或者等离子体处理，在半导体薄膜材料靠近界面的一侧引入电

子，钝化这里的缺陷中心，使驱动TFT的开启电压|VTH|减小；

或者，调节作为沟道层的半导体薄膜的掺杂浓度和厚度，减小驱动TFT的开启电压|VTH

|。
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一种降低AMOLED像素驱动电路中驱动TFT功耗的方法

技术领域

[0001] 本发明属于集成电路设计技术领域，具体涉及AMOLED显示面板的像素电路中降低

驱动TFT功耗的方法。

背景技术

[0002] 在主动矩阵OLED(AMOLED)显示面板中，每一个亚像素中的OLED器件都需要一个

TFT进行驱动。驱动TFT的源(Source)或漏(Drain)中的一端连接OLED，另一端连接外接电源

VDD。驱动TFT的栅(Gate)端连接开关TFT，或补偿电路中的其它TFT器件。

[0003] 通常，驱动TFT的Gate端和Drain端连接，形成图1和图2的连接方式，则形成有源电

阻。其电流电压关系呈现出图3中所示的非线性特性。

[0004] 在AMOLED显示面板工作的过程中，驱动TFT始终处于开启状态。而且，由于驱动TFT

的Gate端和Drain端连在一起，所以，驱动TFT始终工作在饱和区。这使得驱动TFT的功耗占

据了整个像素中功耗的一半以上。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提出一种能够有效降低AMOLED像素驱动电路中驱动TFT功耗的

方法。

[0006] 本发明提出的降低AMOLED像素驱动电路中驱动TFT功耗的方法，通过减小AMOLED

像素电路中，作为驱动TFT(包括N型TFT和P型TFT)的阈值电压的绝对值|V  TH|，从而降低其

功耗。

[0007] 具体措施如下：

[0008] (1)生长不同的电介质薄膜，并对薄膜及其内部的固定电荷量通过热处理进行调

控；

[0009] (2)离子注入；

[0010] (3)在半导体薄膜靠近栅绝缘层一侧的表面注入额外的电子或空穴；

[0011] (4)调节作为沟道层的半导体薄膜的掺杂浓度和厚度。

[0012] 通过上述处理，可以降低AMOLED显示面板中每一个亚像素在工作时的功耗，进而

降低整个OLED显示面板在工作时的功耗。

附图说明

[0013] 图1为本发明中N型TFT作为驱动开关的连接示意图。

[0014] 图2为本发明中P型TFT作为驱动开关的连接示意图。

[0015] 图3为本发明中TFT的电流电压曲线示意图。

具体实施方式

[0016] 本发明提供降低AMOLED像素驱动电路中驱动TFT功耗的方法。具体的实施内容包
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括：

[0017] 图1中N型TFT和图2中P型TFT作为驱动TFT的连接方法会表现为图3中的电流电压

曲线。

[0018] 具体的，对于N型TFT，采用和半导体的界面存在有固定正电荷的电介质薄膜作为

栅绝缘层。该电介质薄膜包括氮化硅、氧化硅、本征非晶硅、氧化锆或氧化铪等金属或非金

属氧化物薄膜。通过常规热处理，调控栅绝缘层内部、栅绝缘层和半导体薄膜材料界面处固

定正电荷的数量。使得界面固定电荷量增加，从而减小驱动TFT的开启电压V  TH。

[0019] 或者，采用离子注入的方法，在栅绝缘层内部，或者栅绝缘层与半导体薄膜材料界

面处，注入正电荷，抑或通过离子注入的方法在半导体薄膜材料靠近界面的一侧注入H相关

的离子，钝化这里的缺陷中心。使得驱动TFT器件的开启电压V  TH减小。

[0020] 或者，通过电注入，光注入，或者等离子体处理，在半导体薄膜材料靠近界面的一

侧引入电子，钝化这里的缺陷中心。并使驱动TFT的开启电压V  TH减小。

[0021] 或者，调节作为沟道层的半导体薄膜的掺杂浓度和厚度，减小驱动TFT的开启电压

V  TH。

[0022] 对于图2中所示的P型TFT，具体的，采用界面存在有固定负电荷的电介质薄膜作为

栅绝缘层，该电介质薄膜包括氧化铝、氧化钇等金属氧化物薄膜。通过常规热处理，调控栅

绝缘层内部、栅绝缘层和半导体薄膜材料界面处固定负电荷的数量。使得界面固定负电荷

增加，从而减小驱动TFT的开启电压|V  TH|。

[0023] 或者，采用离子注入的方法，在栅绝缘层内部，或者栅绝缘层与半导体薄膜材料界

面处，注入正电荷，抑或通过离子注入的方法在半导体薄膜材料靠近界面的一侧注入H相关

的离子，钝化这里的缺陷中心。使得驱动TFT器件的开启电压|V  TH|减小。或者，通过电注

入，光注入，或者等离子体处理，在半导体薄膜材料靠近界面的一侧引入电子，钝化这里的

缺陷中心。并使驱动TFT的开启电压|V  TH|减小。

[0024] 或者，调节作为沟道层的半导体薄膜的掺杂浓度和厚度，减小驱动TFT的开启电压

|V  TH|。
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图2

图3
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